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Toshiba lance un MOSFET de puissance canal N 40 V, 0,67 mQ utilisant une
technologie de pointe pour améliorer I'efficacité des alimentations.

La nouvelle technologie U-MOS11-H offre une résistance a I'état passant ultra-faible,
une commutation rapide, des performances EMI améliorées et une efficacité accrue
pour les alimentations industrielles.

Diisseldorf, Allemagne, le 31 mars 2026 — Toshiba Electronics Europe GmbH (« Toshiba
») présente le TPHR6704RL, un MOSFET de puissance canal N de 40 V fabriqué selon son
procédé U-MOS11-H de derniére génération. Ce composant est optimisé pour les
alimentations a découpage utilisées dans les centres de données, ainsi que pour les
équipements industriels tels que les convertisseurs DC-DC a haut rendement, les
régulateurs de tension a découpage et les variateurs de vitesse pour moteurs.

Grace a I'adoption du procédé U-MOS11-H, le TPHR6704RL atteint une résistance a |'état
passant drain-source (Rosion)) typique de 0,52 mQ pour une tension grille-source (Vgs) de
10 V, et une Rpson) maximale de 0,67 mQ pour une Vgs de 10 V. Comparé au produit 40
V existant (TPHR8504PL) fabriqué selon le procédé U-MOS IX-H, la RDS(ON) est
inférieure d'environ 21 %. De plus, les performances de commutation du nouveau
composant sont améliorées, avec une charge de grille totale typique (Qg) de 88 nC et
une charge de commutation de grille (Qsw) de 24 nC, ce qui permet de réduire le facteur
de mérite Rpsony x Qg d'environ 37 % et d'assurer un fonctionnement a faibles pertes.

Le TPHR6704RL aidera les concepteurs a réduire les interférences électromagnétiques
(EMI) dans les alimentations a découpage en minimisant les pics de tension générés entre
le drain et la source lors de la commutation.

Le TPHR6704RL offre également des performances thermiques et de courant robustes,
avec un courant de drain (Ip) maximal de 420 A et une résistance thermique canal-boitier
de 0,71 °C/W a 25 °C, garantissant un fonctionnement stable méme sous forte charge.
Ce composant fonctionne sur une large plage de températures, avec une température
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de canal maximale (Tc,) de 175 °C, assurant un fonctionnement fiable dans les
environnements industriels exigeants.

Logé en boitier SOP Advance (N), ce composant offre une compatibilité d'encombrement
élevée avec les conceptions SOP Advance existantes, simplifiant ainsi le remplacement et
les mises a niveau au niveau de la carte.

Pour faciliter la conception d'alimentations performantes, Toshiba propose une suite
complete d'outils de conception de circuits. Outre le modéle SPICE GO pour une
vérification fonctionnelle rapide, des modeles SPICE G2 haute précision sont disponibles
pour reproduire fidelement les caractéristiques transitoires et de commutation, aidant
ainsi les concepteurs a optimiser le rendement, la compatibilité électromagnétique et les
performances thermiques.

Toshiba continuera d'enrichir sa gamme de MOSFET de puissance, permettant la
conception d'alimentations plus efficaces, réduisant la consommation d'énergie et
améliorant les performances d'une large gamme d'équipements industriels.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : TPHR6704RL

HH#

A propos de Toshiba Electronics Europe

Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) offre aux consommateurs et aux entreprises d'Europe une grande
variété de lecteurs de disques durs (hard disk drive, HDD) ainsi que des solutions de semi-conducteurs pour
I'automobile, I'industrie, I'loT, le controle de mouvement, les télécommunications, les réseaux, la grande
consommation et les produits blancs. Outre les disques durs, le vaste portefeuille de I'entreprise comprend
des semi-conducteurs de puissance et d'autres composants discrets allant des diodes aux circuits intégrés
logiques et aux semi-conducteurs optiques, ainsi que des microcontroleurs et des produits standard
spécifiques a I'application (application specific standard products, ASSP), entre autres. En outre, TEE propose
également des cellules et des modules de batterie SCiB™ avec de I'oxyde de lithium et de titane (LTO) pour
les applications les plus exigeantes.

TEE a son siege a Disseldorf, en Allemagne, et des succursales en France, en ltalie, en Espagne, en Suede et
au Royaume-Uni qui fournissent des services de marketing, de vente et de logistique.

Visitez les sites Web de Toshiba a www.toshiba.semicon-storage.com et www.scib.jp/en pour plus
d'informations sur la société et ses produits.
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